Rejestracja charakterystyk tranzystora  (P4.1.5.2)
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Plyta ze ztagczami DIN A4

Tranzystor BD 137, e.b., NPN, STE 4/50
Tranzystor BD 138, e.b., PNP, STE 2/19
Rezystor 100 Ohm, STE 2/19

Zasilacz AC/DC ,0...12V/3 A

Miernik uniwersalny LDanalog 20
Przewdd, 50 cm, czerwono/niebieski, para
Rezystor 1 kOhm, STE 2/19

Rezystor 47 kOhm, STE 2/19
Potencjometr 220 Ohm, STE 4/50
Potencjometr 1 kOhm, STE 4/50

Wtyki mostkujgce, zestaw 10 szt.
Tranzystor polowy zigczowy BF244, STE 2/19
Dioda Si 1N 4007, STE 2/19

Zasilacz DC, 0 ... 15V

Transformator, 6/12 V

Oscyloskop dwukanatowy 400

Przewéd ekranowany BNC/4 mm wtyczka
Przewdd taczacy, 50 cm, rlue
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Tranzystory sg najwazniejszymi komponentami pétprzewodnikowymi w technologii obwodéw
elektronicznych. Rozrézniamy tranzystory bipolarne, w ktérych elektrony i dziury sg
zaangazowane w przewodzenie pradu oraz tranzystory polowe, w ktérych prad jest
przesytany wytgcznie przez elektrony. Elektrody tranzystoréw bipolarnych sg nazywane
emiterem, bazg i kolektorem. Tranzystor sktada si¢ z trzech warstw n-przewodzacych i
p-przewodzacych, w npn lub pnp. Warstwa bazowa, umieszczona posrodku, jest tak cienka,
ze nosniki tadunkéw pochodzace z jednego ztgcza moga przejs¢ do drugiego ztgcza.

W tranzystorach polowych, przewodno$¢ kanatu pragdowego jest zmieniana za pomocg pola
elektrycznego, bez przyktadania mocy. Element generujacy to pole nazywa si¢ bramka.
Elektroda wejéciowa tranzystora polowego jest znana jako zrédto a elektroda wyjéciowa
drenem.

Doswiadczenie P4.1.5.1 bada zasade tranzystora bipolarnego i poréwnuje go z dioda. Tutaj,
badana jest wyrazna réznica pomigdzy tranzystorem npn i pnp.

Doswiadczenie P4.1.5.2 bada wtasciwosci tranzystora npn na podstawie ich charakterystyk.
Doswiadczenie to mierzy charakterystyke wejsciowa, tj. prad bazy Is w funkcji napiecia
baza-emiter UBg, charakterystyke wyj$ciowa, tj. prad kolektora Ic w funkcji napiecia
kolektor-emiter Uck przy statym pradzie bazy Is oraz prad kolektora Ic w funkcji pradu bazy Is
przy statym napieciu kolektor-emiter Ucke.

W doswiadczeniu P4.1.5.3, charakterystyka tranzystora polowego, tj. prad drenu I, jest
rejestrowany y wykreslany w funkcji napigcia Ups pomigdzy drenem i zrédtem przy statym
napieciu bramki Ug.
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